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アモルファス材料は結晶材料と比較して低温で

薄膜化ができ、基板に関係なく作成できる、粒界

がないため均一な膜ができるなどの利点がある

が、構造のランダムさによりキャリアの移動度が小

さいという欠点があった。しかし、アモルファス

InGaZnO4 をチャンネル層とした FET は室温で作

製しても比較的大きな電界効果移動度が得られ

ることが知られている[1]。本研究ではこのメカニズ

ムを電子状態の観点から明らかにすることを目的

とした。 

Pulsed Laser Deposition 法により石英ガラス基

板上に、InGaZnO4 薄膜をチャンネル層とし、電極

と絶縁膜にはそれぞれ ITO と Al2O3 を用いた FET

を室温で作製した。Fig.1 にソース・ドレイン間電

圧を１Ｖに固定した時の、ソース・ドレイン間電流

のゲート電圧依存性を示す。さらに、顕微分光法

によりゲート電圧を印加していない時と印加時の

ソース・ドレイン電極間の透過率スペクトルの変化

-ΔT/T を測定した。結果を Fig.2、Fig.3 に示す。

Fig.1とFig.2、Fig.3を比較すると、ゲート電圧を

負に印加した場合はソース・ドレイン電流も透過ス

ペクトルも変化せず、一方、ゲート電圧を正に印

加した場合はソース・ドレイン電流の増加に対応

して透過スペクトルの変化も大きくなっていくこと

が分かる。したがって透過スペクトルの変化はゲ

ート電圧によって誘起されたキャリアによるもので

あることが分かる。 

誘起されたキャリアのプラズマ振動数と緩和時

間をパラメータとしてこの結果のフィッティングを行

った結果、4V 印加時に誘起されたキャリアの 2 次

元密度は 1.18×1014cm-2、移動度は 21.4cm2/Vs

と見積もることが出来た。 
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Fig.1 ソース・ドレイン間電流のゲート電圧依存性

Fig.2 ゲート電圧正バイアス時の透過スペクトル

変化 

Fig.3 ゲート電圧負バイアス時の透過スペクトル

変化 
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